1. Saulės elemento selektyvaus emiterio su savaime susitapdinančia metalizacija gamybos būdas įskaitant n srities difuziją iš stiklo, emiterio n+ srities ir kontaktinės angos suformavimą mechaninio graviravimo ir antro difuzijos proceso būdu arba lazerinės difuzijos ir abliacijos būdu jau esant suformuotai n emiterio sričiai ir metalo kontakto selektyvų sudarymą nusodinant Ni iš tirpalo vienu iš minėtų būdų atidarytoje angoje, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad:
a) ant pirmo tipo puslaidininkinės plokštelės paviršiaus formuoja barjerinį dielektriko sluoksnį,

b) lokaliai pašalina barjero sluoksnį ir atidaro angą, atitinkančią emiterio metalizacijos vaizdą, didesnio legiravimo laipsnio emiterio sričiai,

c) ant taip paruošto paviršiaus žemoje temperatūroje dengia ištisinį sluoksnį, turintį didelį kiekį (iki50%) antro tipo priemaišų,
d) termiškai 800 – 1050oC apdoroja plokštelę inertinėje atmosferoje, dėl ko puslaidininkyje susidaro dvi skirtingo legiravimo lygio sritys – silpniau legiruota (50 - 3000Ω/□) po barjeru ir stipriai legiruota (5 – 40Ω/□) ties anga,

e) nuo minėtos plokštės paviršiaus nuėsdina antro tipo priemaišomis legiruotą stiklą,

f) plokštelę 3 – 5 min pamerkia į Ni jonų turintį karštą šarminį tirpalą (pH 7 – 10), dėl ko ant atvirų puslaidininkio sričių susiformuoja plonas Ni sluoksnis, kurio forma atitinka emiterio metalizacijos vaizdą.
2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad barjero sluoksnis yra terminis SiOx, plazmocheminis SiOx, plazmocheminis SiNx, iš tirpalo dengtas SiOx, TiO2, aliumosilikatinis stiklas arba Ta2O5.
3. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad barjerą sudaro du sluoksniai – SiOx ir TiO2 arba aliumosilikatinis stiklas ir SiOx.
4. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad angą barjere formuoja fotolitografijos būdu.

5. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad angą barjere formuoja lazeriniu abliavimu.

6. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad angą barjere formuoja mechaniniu įpjovimu ir po to išvalo karštu šarmo tirpalu.

7. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad 1c punkto nevykdo, o termiškai apdoroja plokštelę inertinės atmosferos sraute, kuris yra ir legiruojančios medžiagos nešėjas.

8. Būdas pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad barjero sluoksnį iš tirpalo dengia centrifugoje, o jo formavimas atliekamas 100 – 800oC deguonies, inertinėje atmosferoje arba jų abiejų mišinyje. 
9. Būdas pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad i6 tirpalo dengiamame barjero sluoksnyje, panaudojant šilkografiją, iš karto suformuoja angą didesnio legiravimo laipsnio emiterio sričiai, atitinkančiai emiterio metalizacijos vaizdą. 
